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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor-on-insula-
tor structure, comprising a part which is made of a semiconductor

material and a part which is made of an electrically insulating ma-

Z

terial, said materials being coupled to each other. Elastic stress is
present in the semiconductor material. The part made of electrically
insulating material has a viscosity temperatureTg which is higher
~7 than the viscosity temperature Tg siop of SiO,. The invention also
relates to a method for the production of said semiconductor-on-in-
sulator structure.

(57) Abrégé : L'invention concerne une structure de semi-conduc-
teur sur isolant, comprenant une partie en matériau semiconducteur
et une partie en matériau électriquement isolant, solidaires I’'une de
I’autre, des contraintes élastiques étant présentes dans la partie en

matériau semiconducteur. La partie en matériau électriquement iso-
) lant présente une température de viscosité Tg supérieure a la tempé-
rature de viscosité Tg sio, du SiO,. L'invention concerne en outre un
procédé de réalisation de cette structure de semiconducteur-sur-iso-

4 lant.
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